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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月17日(2021.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリチップを備え、
　前記メモリチップは、
　入力信号及び出力信号を通信するように構成されたパッドを共有する複数のメモリプレ
ーンを含むメモリセルアレイを含む第１半導体層と、
　前記複数のメモリプレーンの動作をモニタリングしてモニタリング結果を取得し、前記
複数のメモリプレーンの複数のピーク電力区間が少なくとも部分的に分散されるように、
前記モニタリング結果に基づいて前記複数のメモリプレーンのうちの少なくとも１つのメ
モリプレーンの動作を制御するように構成された制御回路を含む第２半導体層と、を含み
、
　前記第１半導体層は、前記第２半導体層の上部に配置され、
　前記メモリチップは、ＣＯＰ（Ｃｅｌｌ　Ｏｖｅｒ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒｙ）構造を有す
ることを特徴とする不揮発性メモリ装置。
【請求項２】
　前記制御回路は、前記複数のメモリプレーンのうちの少なくとも一部のメモリプレーン
の前記複数のピーク電力区間が互いに重畳する場合、前記複数のメモリプレーンのうちの
少なくとも１つのメモリプレーンの動作を遅延させるように更に構成されることを特徴と
する請求項１に記載の不揮発性メモリ装置。
【請求項３】
　前記制御回路は、前記複数のメモリプレーンの各々の動作が前記複数のピーク電力区間
のうちの該当するピーク電力区間に進入するか否かをモニタリングし、前記モニタリング
の結果に基づいてモニタリング信号を生成するように更に構成されることを特徴とする請
求項１に記載の不揮発性メモリ装置。
【請求項４】
　前記複数のピーク電力区間は、プログラム動作のためのビットラインセットアップ区間
、読出動作のためのビットラインプリチャージ区間、又は前記プログラム動作若しくは前
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記読出動作の前のラッチ初期化区間のうちの少なくとも１つに該当することを特徴とする
請求項１に記載の不揮発性メモリ装置。
【請求項５】
　前記制御回路は、各々が前記複数のメモリプレーンのそれぞれのメモリプレーンに対応
する複数の制御ロジックを含み、
　前記複数の制御ロジックの各々は、前記それぞれのメモリプレーンの動作が前記複数の
ピーク電力区間のうちの１つのピーク電力区間に進入するか否かをモニタリングしてそれ
ぞれのモニタリング結果を取得し、前記それぞれのモニタリング結果に基づいてそれぞれ
のモニタリング信号を生成し、前記それぞれのモニタリング信号を前記複数の制御ロジッ
クの他の制御ロジックに提供するように構成されることを特徴とする請求項１に記載の不
揮発性メモリ装置。
【請求項６】
　前記複数の制御ロジックの各々は、優先順位情報を用いて前記複数のメモリプレーンの
各々の優先順位を決定し、前記複数のメモリプレーンのうちの少なくとも１つのメモリプ
レーンよりも高い優先順位を有する前記複数のメモリプレーンのうちの他のメモリプレー
ンに関連するモニタリング信号に基づいて前記複数のメモリプレーンのうちの少なくとも
１つのメモリプレーンの動作を制御するように更に構成されることを特徴とする請求項５
に記載の不揮発性メモリ装置。
【請求項７】
　前記複数のメモリプレーンは、第１メモリプレーン及び第２メモリプレーンを含み、
　前記複数の制御ロジックは、前記第１メモリプレーンに対応する第１モニタリング信号
を生成するように構成された第１制御ロジック、及び前記第２メモリプレーンに対応する
第２モニタリング信号を生成するように構成された第２制御ロジックを含み、
　前記第１制御ロジックは、前記第１メモリプレーンの動作が前記複数のピーク電力区間
のうちの１つのピーク電力区間に進入すると、前記第２モニタリング信号に基づいて前記
第１メモリプレーンの動作を制御することを特徴とする請求項６に記載の不揮発性メモリ
装置。
【請求項８】
　メモリチップを備え、
　前記メモリチップは、
　入力信号及び出力信号を通信するように構成されたパッドを共有する複数のメモリプレ
ーンを含むメモリセルアレイと、
　前記複数のメモリプレーンの複数のピーク電力区間が少なくとも部分的に分散されるよ
うに、前記複数のメモリプレーンのうちの少なくとも１つのメモリプレーンの動作を制御
するように構成された制御回路と、を含み、
　前記制御回路は、各々が前記複数のメモリプレーンのそれぞれのメモリプレーンに対応
する複数の制御ロジックを含み、
　前記複数のメモリプレーンは、第１メモリプレーン及び第２メモリプレーンを含み、
　前記複数の制御ロジックは、前記第１メモリプレーンに対応する第１モニタリング信号
を生成するように構成された第１制御ロジック、及び前記第２メモリプレーンに対応する
第２モニタリング信号を生成するように構成された第２制御ロジックを含み、前記第１制
御ロジックは、前記第１メモリプレーンの動作が前記複数のピーク電力区間のうちの１つ
のピーク電力区間に進入すると、前記第２モニタリング信号に基づいて前記第１メモリプ
レーンの動作を制御することを特徴とする不揮発性メモリ装置。
【請求項９】
　前記複数のメモリプレーンのうちの少なくとも１つのメモリプレーンは、前記複数のメ
モリプレーンの各々の優先順位情報に基づいて決定されることを特徴とする請求項８に記
載の不揮発性メモリ装置。
【請求項１０】
　メモリチップを含む不揮発性メモリ装置の制御回路によって行われる動作方法であって
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、
　前記メモリチップに含まれる複数のメモリプレーンの動作をモニタリングする段階と、
　前記複数のメモリプレーンのうちの少なくとも１つのメモリプレーンの動作がピーク電
力区間に該当するか否かを判断する段階と、
　前記複数のメモリプレーンのうちの少なくとも１つのメモリプレーンの動作が前記ピー
ク電力区間に該当する場合、前記複数のメモリプレーンのうちの他のメモリプレーンの動
作が前記ピーク電力区間に該当するか否かを判断する段階と、
　前記他のメモリプレーンの動作が前記ピーク電力区間に該当する場合、前記ピーク電力
区間を含む複数のピーク電力区間が少なくとも部分的に分散されるように、前記複数のメ
モリプレーンの各々の優先順位情報に基づいて前記複数のメモリプレーンの動作を制御す
る段階と、を有することを特徴とする方法。
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